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Двойные молибдаты ALn(MoO4)2,
A=Li–K; Ln=La–Lu

Кристаллические структуры
(a) LiNd(MoO4)2 пр.гр. I41/a: a = 5.243(1), c 

= 11.440(2) A°, V= 314.47(10) A°3 и
(б) CsDy(MoO4)2

Структурные области 
существования двойных молибдатов

(A = Li+, Na+, K+, Cu+, Rb+, Ag+, Cs+, Tl+)



Структурные типы двойных молибдатов
Rb+Ln3+(MoO4)2
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Цели:

1) Cинтез двойных молибдатов, содержащих рубидий
и лантаниды;

2) Исследование кристаллических структур
соединений;

3) Изучение свойств полученных молибдатов.



Режим синтеза двойных молибдатов
RbLn(MoO4)2 

Rb2CO3 Ln2O3 MoO3

х. ч. ч. ч.д.а.

Rb2MoO4 Ln2(MoO4)3

400-650○C  
50 ч

400-950○C  
80 ч

700○С 
70 ч

1000○С  
30 ч

Rb2MoO4

+ Ln2(MoO4)3

Режим

Т, оС t, ч

RbLn(MoO4)2 500-550 100-120



Порошковые рентгенограммы RbSm(MoO4)2 (a) и 
RbEu(MoO4)2 (b)

a б



Кристаллическая структура
двойного молибдата 

RbSm(MoO4)2

Уточнены структуры RbLn(MoO4)2 (Ln=Nd, Sm, Eu) методом Ритвельда.
RbNd(MoO4)2 a=5.1772(1)Å, b=18.7293Å, c=8.2774(1)Å.
RbSm(MoO4)2 a = 5.143(2) Å, b = 18.819(7) Å, c = 8.1641(3) Å.
RbEu(MoO4)2 a=5.133Å, b=18.855Å, c=8.127Å

Зависимости параметров эл.ячейки (a)  a,  
(b)  b, (c) и V(d)  от ионного радиуса ri Ln  

RbLn(MoO4)2
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Фотоэлектронный спектр  RbNd(MoO4)2
и КР спектры RbSm(MoO4)2 и

RbNd(MoO4)2

Электронно-микроскопические исследования 
проведены в лаборатории оптических материалов 
ИФП СО РАН, в Отделе спектроскопии поверхности 
новейших материалов ИПМ НАН Украины

b

a

Микроморфология  двойных 
молибдатов RbNd(MoO4)2 (a) 

и RbSm(MoO4)2 (b)



Основные результаты:

1) Cинтезированы двойные молибдаты, содержащие рубидий
и лантаниды;

2) Уточнены структуры RbLn(MoO4)2 (Ln=Nd, Sm, Eu)
методом Ритвельда. Параметры следующие: RbNd(MoO4)2
a=5.1772(1)Å, b=18.7293Å, c=8.2774(1)Å, RbSm(MoO4)2
a = 5.143(2) Å, b = 18.819(7) Å, c = 8.1641(3) Å,
RbEu(MoO4)2 a=5.133Å, b=18.855Å, c=8.127Å

3) Изучены свойства двойных молибдатов.



Автор благодарит коллектив лаборатории оксидных систем Байкальского
института природопользования СО РАН, сотрудников Института физики
полупроводников СО РАН Атучина В.В., сотрудника Института физики СО
РАН Молокеева М.В., сотрудника Института проблем материаловедения
НАН Украины Хижун О.Ю. за помощь в проведении экспериментов.

Работа выполнена при поддержке Программы СО РАН 28.13, 
РФФИ 11-08-00681-а, Гранта Президента РФ МК-6247.2013.3



Приглашаем на Байкал

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Цели:
	Режим синтеза двойных молибдатов RbLn(MoO4)2 
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Основные результаты:
	Автор благодарит коллектив лаборатории оксидных систем Байкальского института природопользования СО РАН, сотрудников Института физики полупроводников СО РАН Атучина В.В., сотрудника Института физики СО РАН Молокеева М.В., сотрудника Института проблем материаловедения НАН Украины Хижун О.Ю. за помощь в проведении экспериментов.
	Slide Number 11

